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Titel
Verfahren zur Oberflichenstrukturierung beliebiger
Materialien ‘

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen von
Oberflichenstrukturen auf beliebige Materialien, ins-
besondere zur Erzeugung von Leiterstrukburen im Mikro-
meterbereich fiir die Anwendung in der Mikroelektronik.
Das Verfahren kann dariiber hinaus zum Aufbringen von
Zeichen, Symbolen und Schriftziigen auf Oberfldchen ange-
wendet werden.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen
Bekannt sind fiir die Herstellung von um-Strukturen ent-
weder fotochemische Verfahren (IEEE J. QE-17(1981)110;
J. QE-16(1980)1233) oder Verfahren der Elektronenstrahl-
lithographie. Bei allen diesen Verfahren wird an
definierten Stellen entweder Material aufgetragen oder
abgetragen.

Diese bekannten Verfahren weisen unterschiedliche Nach-
teile auf. Bei den fotochemischen Verfahren ist die An-
fertigung und Verwendung entsprechender Masken unerléB-
lich, was zu einer Mehrschrittechnologie fiihrt. Bel den
materialabtragenden Verfahren mittels Elektronen- oder
Taserstrahler wird mehr Material abgetragen als fir die
eigentliche Struktur verbleiben kann. Bei der Elektronen-
strahllithographie muB auBerdem die Bearbeitung im
Vakuum vorgenommen werden.
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Ziel der Erfindung ,

Ziel der Erfindung ist die ErhShung der Arbeitsprodukti-
vitdt bei der Aufbpingupg von Strukturen auf beliebige
Méterialien.

- Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, insbesondere
bei der Herstellung von Strukturen fiir die Mikroelektro-
‘nik im Mikrometerbereich umstindliche Mehrschrittechno-
logien abzuldsen.

Die LOsung dieser Aufgabe gelingt mit einem Verfahren
zum Aufbringen von Oberfléchenstrukturen auf beliebige
Materiaiien, insbesondere zur Erzeugung von Leiter-
strukturen im Mikrometerbereich, erfindungsgemiB dadurch,
daB auf die zu strukturierende Obertliche ein fiir ILaser-
strahlung durchléssigef, mit dem Strukturmaterial be-
schichteter Tridger derart in Kontakt gebracht wird, daB
an den durch den Triger hindurch belichteten Stellen
durch die Energiezufuhr das Strukturmaterial auf die zu
strukturierende Oberfliche iibertragen wird. Der Vorteil
des erfindungsgemifBen Verfahrens besteht vor allen
Dingen darin, daB die géwﬁnschte Oberflichenstruktur
sofort und ohne Zwischenschritte auf die Oberfliche auf-
gebracht werden kann. Dabei ist es gleichgiiltig, ob es
'sich um graphische Symbole, wie z. B. Zahlen oder Schrift-
zlige -handelt, oder ob die Ieiterstrukbturen einer mini-
aturisierten elektronischen Schaltung iibertragen werden.
Auch die Materialkombination von zu strukturierendem

und Strukturmaterial spieit keine vorrangige Rolle.

Die Herstellung von Oberflichenstrukturen kann, da nur
die Stellen bearbeitet werden, die die Struktur tragen,
mit erhdhter Bearbeitungsgeschwindigkeit erfolgen, Da-
raus resultiert also eine erhdhte Arbeitsproduktivitit
und ein reduzierter Materialverbrauch.Komplizierte
Mehrschicht~ oder Mehrschrittechnologien sowie die Not-



wendigkeit, die Arbeiten unter Vakuum durchzufiihren,
entfallen.

Ausfﬁhrungsbeispiel

Das Wesen der Erfindung soll an einem im folgenden niher
beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel erliutert werden. Vor-
- teilhafterweise wird ein kontinuierlich strahlender Laser
verwendet, dessen Ablenkung z. B. rechnergesteéuert er-
folgen kann. Die Laserstrahlung wird durch das fir die
verwendete Strahlung durchlissige Trigermaterial auf die
zu iibertragende Schicht fokussiert. Die Ablenkung des
Strahles erfolgt mit einer der jeweiligen Strukturierungs-
aufgabe angepalten Empfindlichkeit und Aufldsung, die
natiirlich bei einem Einsatz in der Mikroelektronik ein
Ablenksystem mit einer Aufldsung imwmm-Bereich voraus-
setzt.,



Erfindungsanspruch ‘

Verfahren zum Aufbringen von Oberflichenstrukturen auf
beliebige Materialien, insbesondere zur Erzeugung von
Leiterstrukturen im Mikrometerbereich, dadurch gekenn-
zeichnet, daB auf die zu strukturierende Oberfliche ein
fiir Laserstrahlung durchlissige, mit dem Strukturmate-
rial beschichteter Triger derart in Kontakt gebracht
wird, da8 an den durch den Triger hindurch belichteten
Stellen durch die Energiezufuhr das Strukturmaterial auf
die zu strukturierende Oberflidche iibertragen wird.
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